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欠陥は L γFれも試料中の不純物に依存し、一つは酸素と空孔の複合体即ち A 中心、他の一つはアク七
プタ不品世物を含んだ欠陥であることが判明した。
第 3 章では、焼鈍中の照射欠陥と不純物との相互作用について、ライフタイムの測主結果を述べて
いる。 A中心の焼鈍に伴って、深い再結合中心を持った中心が J時 (1'0 に形成され、この中心によって市
温に於けるライフタイムが 4時減少させられることを示した。このとき形成される中心は、 A 中心と
酸素の複合体である可能性が強いことを実験的に示した。又、点欠陥を含んだシリコン中には、不純
物が容易に拡散し得ることを示し、欠陥によって増速された拡散機構を提案した。
第 4 章では、中性子線を照射した P型シリコン中の照射欠陥について、ホール効果、比抵抗、ライ
フタイムの測定によって得た結果を述べている。欠陥の導入率、焼鈍、荷屯状態等を考察し、大別し











その私i; 県(1 )y 線、電子線による照射の場合は屯気(1')特性の変化がシリコン中に含まれる不純物特に
酸素によって大きく影響されること (2) 酸素を含んだシリコンのライフタイム、損傷の焼鈍過程に 150 0






このように牛与論文はシリコンの放射線損傷の基礎過程についての多くの IT( 要な新矢11 見を合むのみな
ら r 、その~"i 県はん陽'ピiJ;也や放射線検出Jfì 半導体装置の放射線損傷の防止や 1 11 1 f}J、シリコンへのイオン
;'ì:人の F~~の佑子欠陥の焼鈍などについての指針を与えるものであり半導体工宇 1:1[( 療な寄りーをイJ する
もので f) る口
よ")て本 Iilb 文は博=L;~，前丈として frHiíl直あるものと i志める。
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